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(57) Abstract: Disclosed is an electronic 
component with an electronic circuit and 
electronic contacts which are disposed at 
least on the first surface (2) of the electronic 
component to enable contacting of said 
electronic circuit At least one flexible 
elevation (3) made of an insulating material 
is arranged on the first surface (2) and at least 
one electrical contact (1) is arranged on the 
at least one flexible elevation (3). A line path 
(8) is disposed on the surface of or inside 
the flexible elevation (3) between the at least 
one electrical contact (1) and the electronic 
circuit. 



(57) Zusammenfassung: Beschrieben 
. _ . . • , wird ein elektronisches Bauelement mit 

einer elektronischen Schaltung sowie elektrischen Kontakten (1) zumindest auf einer ersten Oberflache (2) des elektronischen 
Bauelements zur Kontaktierung der elektronischen Schaltung, wobei auf der ersten Oberflache (2) zurnindest eine flexible Erhebung 
(3) aus einem isolierenden Material angeordnet ist und zumindest ein elektrischer Kontakt (1) auf der zumindest einen flexiblen 
Erhebung (3) angeordnet ist und ein Leitungspfad (8) auf der Oberflache oder im Inneren der flexiblen Erhebung (3) zwischen dem 
zumindest emen elektrischen Kontakt (1) und der elektronischen Schaltung angeordnet ist 



WO 00/79589 



PCT/DE00/01123 



1 

Beschreibung 

Elektronisches Bauelement mit flexiblen Kontaktierungsstellen 
und Verfahren zum Herstellen eines derartigen Bauelements 

—5 : ^ ; — 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele- 
ment mit einer elektronischen Schaltung sowie elektrischen 
Kontakten zumindest auf einer ersten Oberflache des elektro- 
nischen Bauelements, die zur Kontaktierung der elektronischen 

10 Schaltung dienen. 

Problematisch bei einer Kontaktierung dieser Bauelemente, 
beispielsweise liber Lotkugeln, Kontaktstif te oder direkte 
Lotverbindungen zwischen dem elektronischen Bauelement und 

15 einem Trager, auf den das Bauelement montiert werden soli, 

ist dabei, dali es bei thermischer Beanspruchung zu einer un- 
terschiedlichen Langenausdehnung des elektronischen Bauele- 
ments und des Tragers kommen kann. Folge sind mechanische ' 
Spannungen an den Lotverbindungen zwischen dem Trager und dem 

2 0 elektronischen Bauelement. Solche Spannungen konnen jedoch 
auch durch andere, mechanische Belastungen des Bauelements 
oder des Tragers auftreten. Eine Folge dieser Spannungen ist 
die Gefahr einer Beschadigung oder Zerstorung .der Lotverbin- 
dungen zwischen dem Bauelement und dem Trager. 

25 

Aus dem Stand der Technik ist aus US 5, 685, 885 bekannt, elek- 
trische Kontakte auf einer flexiblen Schicht anzuordnen. Die- 
se erweist sich jedoch als nicht ausreichend elastisch, urn 
die auftretenden mechanischen Spannungen optimal aufzunehmen, 
30 AuJlerdem ist die Herstellung von Bauelementen mit der dort 
offenbarten Schicht relativ aufwendig. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein elektro- 
nisches Bauelement bereit zustellen, das unempf indlicher gegen 
35 mechanische Spannungen im Bereich der elektrischen Kontakte 
ist. Ferner soli ein Verfahren zum Herstellen eines derarti- 
gen Bauelementes angegeben werden. 



W0 00/79589 



PCT/DE00/01123 



Diese Aufgabe wird gelost durch die Merkmale der Patentan- 
spriiche 1 und 2. Das erf indungsgemaBe Herstellungsverf ahren 
wird mit den Merkmalen des Patentanspruchs 7 angegeben. 

__5_ . - 

ErfindungsgemaB ist vorgesehen, daB auf der ersten Oberflache 
des elektronischen Bauelementes, auf der die elektrischen 
Kontakte des Bauelementes angeordnet sind, zumindest eine 
flexible Erhebung aus einem isolierenden Material vorgesehen 
10 ist, wobei zumindest ein elektrischer Kontakt auf der zumin- 
dest einen flexiblen Erhebung angeordnet ist- Man erreicht 
damit eine elastische Anbringung der elektrischen Kontakte 
auf dem elektronischen Bauelement, so daB bei einer thermi- 
schen oder mechanischen Beanspruchung des Bauelements die 
15 entsprechenden Spannungen durch die flexible Erhebung aufge- 
fangen werden. Dies ist bei einer Erhebung, im Gegensatz zu 
einer durchgehenden Schicht nach dem Stand der Technik, viel 
besser moglich, da die Erhebung eine grpfiere Bewegungsf rei- 
heit aufweist und daher grofiere Toleranzen ausgleichen kann. 

.20 

Eine besondere Bedeutung hat diese erf indungsgemafie Anordnung 
bei elektronischen Bauelementen, deren Grofte weitgehend der 
GroBe der elektronischen Schaltung, bzw. des Schaltungschips 
des Bauelementes entspricht, also bei sogenannten Chip-Size- 

25 Bauelementen. Da hier aufier der elektronischen Schaltung bzw. 
auBer dem Schaltungschip praktisch keine weiteren Gehauseele- 
mente vorgesehen sind, die Spannungen am elektronischen Bau- 
element abfangen konnen, besteht bei solchen Bauelementen ei- 
ne besonders hohe Gefahr der Beschadigung oder Zerstorung der 

30 elektrischen Kontakte. Gerade in solch einem Fall kann durch 
eine flexible Erhebung, wie sie erf indungsgemaB vorgeschlagen 
wird, das Auftreten zu hoher mechanischer Spannungen vermie- 
den werden und somit die Betriebssicherheit des Bauelements 
garantiert werden. 

35 

Die elektrischen Kontakte des elektronischen Bauelements sind 
somit auf einer flexiblen Erhebung angeordnet, die die auf- 
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tretenden mechanischen Spannungen ausgleicht. Um eine leiten- 
de Verbindung zu einem eiektrischen Kontakt auf einer Erhe- 
bung herzustellen, kann beispielsweise vorgesehen sein, daB 
ein Leitungspfad auf der Oberflache der flexiblen Erhebung 

S z^s'ch^^^ — 

Schaltung angeordnet ist. Die elektronische Schaltung kann 
beispielsweise direkt an die flexible Erhebung angrenzen, es 
kann jedoch auch vorgesehen sein, daB zwischen der flexiblen 
Erhebung und der elektronischen Schaltung noch zusatzliche 
10 Leiterzuge angeordnet sind, so daB die flexible Erhebung von 
der elektronischen Schaltung beabstandet angeordnet werden 
kann. 

Als Alternative zu einem Leitungspfad auf der Oberflache der 
15 flexiblen Erhebung kann auch ein Leitungspfad im Inneren der 
flexiblen Erhebung zwischen dem eiektrischen Kontakt und der 
elektronischen Schaltung angeordnet sein. Die leitende Ver- 
bindung wird somit ausgehend von dem eiektrischen Kontakt auf 
der flexiblen Erhebung durch die flexible Erhebung hindurch 
20 und. zu der elektronischen Schaltung hin gefuhrt. 

Grundsatzlich kann auch die gesamte flexible Erhebung aus ei- 
nem flexiblen und elektrisch leitfahigen Material hergestellt 
sein, so daB die leitende Verbindung nicht durch einen sepa- 

25 raten Leitungspfad aus einem anderen Material, sondern durch 
das flexible Material selbst hergestellt wird. Hierzu sind 
jedoch sehr spezifische Materialien notig, die die Auswahl an 
flexiblen Materialien und deren Zus'aitimensetzung einschranken. 
AuBerdem sind solche Materialien in der Regel hochohmiger als 

30 ein reines Leitungsmaterial , welches einen Leitungspfad bil- 
det. Bei der erf indungsgemaBen Losung ist somit eine separate 
Optimierung des flexiblen Verhaltens und des Leitungsverhal- 
tens der Erhebung moglich. 

35 Sofern weitere Leiterzuge zwischen der elektronischen Schal- 
tung und der flexiblen Erhebung vorgesehen sind, konnen diese 
auf einer isolierenden Schicht, die zumindest teilweise die 
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erste Oberflache des elektronischen Bauelementes bedeckt, an- 
geordnet sein, wobei die isolierende Schicht an die flexible 
Erhebung angrenzt. Dies hat den Vorteil, da/i eine Strukturie- 
rung der Leiterzuge beispielsweise durch eine indirekte 
5 Strukturierung, namlich durch eine Strukturierung der isolie- 
renden Schicht, erfolgen kann. 

Das elektronische Bauelement kann grundsatzlich in jeder ge- 
eigneten, verwendbaren Form ausgebildet sein. So kann das 
Bauelement beispielsweise ein Halbleiterbauelement oder ein 
Polymerbauelement sein. Auch der elektrische Kontakt auf der 
flexiblen Erhebung kann beliebig ausgebildet und an die je- 
weilige spezielle Verwendung des elektronischen Bauelementes 
angepaflt werden. So kann der elektrische Kontakt beispiels- 
weise durch eine leitende Schicht, einen leitenden Stift oder 
eine leitende Kugel gebiidet werden. 

Die Aufbringung der flexiblen Erhebung auf das elektronische 
Bauelement erfolgt in einem moglichen Verfahren durch einen 
Druckprozefi, der einfach und kostengunstig durchfuhrbar ist. 
Die Anf orderungen an die Festigungstoleranzen fur solche Er- 
hebungen werden durch die heute technisch moglichen Druckpro- 
zesse erfullt. 

.25 Alternativ kam die flexible Erhebung durch Spritzgiefien oder 
Spritzpragen erfolgen. Als Material wird dann bevorzugt ein 
Thermo- oder ein Duroplast verwendet . . Stattdessen konnten 
auch Kunststoffe am ABS (Acrylnitrid-Butaden-Styrol) , PC (Po- 
lycarbonat), PA (Polyamid) oder PPO (Polyphenylen-Oxid) ver- 

30 wendet werden. 

Ebenso kann auch die Aufbringung der isolierenden Schicht 
durch einen DruckprozeJi erfolgen. Das leitende Material zur 
Herstellung der Leiterzuge bzw. der Leitungspf ade und der 
35 elektrischen Kontakte kann durch iibliche Verfahren, wie bei- 
spielsweise Sputtermetallisierung oder chemische Metallisie- 
rung auf die flexible Erhebung bzw. auf die isolierende 
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Schicht aufgebracht werden. Spezielle Verfahren hierzu sind 
in WO 98/55 669 und WO 99/05 895 beschrieben, wobei zunachst 
eine Keimbildung in einer isolierenden Schicht erfolgt und 
anschlieJlend eine Metallisierung dieser Bereiche erfolgt. Als 
5 Alternative zu dlesen Verfahren aus dem Stand" der Technik 
kann vorgesehen werden, dafi durch eine Laserbehandlung der 
Oberflache der flexiblen Erhebung und gegebenenf alls auch der 
flexiblen Schicht oder durch ein anderes geeignetes Verfahren 
eine Aufrauhung dieser Oberflache erfolgt, die dem spater 

10 auf zutragenden leitenden Material der Metallisierung eine 

bessere Haftung bietet. Es kann dabei auch vorgesehen werden, 
dafl vor den Aufbringen der Metallisierung und nach der Ober- 
f lachenauf rauhung Metallkeime oder andere geeignete Keinie auf 
die rauhe Oberflache auf gebracht werden, die. aus jedem geeig- 

15 neten Material bestehen konnen, z.B. aus Palladium. 

Spezielle Ausf uhrungsf ormen der vorliegenden Erfindung werden 
nachfolgend anhand der Figuren .1 bis 7 erlautert. Hierbei 
wird beispielhaft auf ein Chipsize-Halbleiterbauelement Bezug 
2 0 genommen. 

Es zeigen: 

Figur 1: Halbleiterchip nach Aufdrucken einer isolierenden 
25 Schicht. 

Figur 2: Halbleiterchip nach Figur 1 nach Aufdrucken einer 
flexiblen Erhebung. 

30 Figur' 3: Halbleiterchip nach Figur 2 nach Aufbringen einer 
ersten Metallisierung. 

Figur 4: Halbleiterchip nach Figur 3 nach Aufbringen einer 
zweiten Metallisierung. 



35 



Figur 5: Halbleiterchip nach. Figur 4 nach Aufbringen einer 
Lotkugel'auf die Kontaktstelle . 
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Figur 6: Gesamtansicht eines Bauelements nach Figur 5. 

Figur 7: Alternative Ausf uhrungsf orm der leitenden Verbin- 

5— '. dung__2.u-Ei-g4arien-3_und_4-. : '. 

Figur 8: Halblei.terchip nach dem Spitzpragen einer halbela- 
stischen, flexiblen Erhebung und einer isolierenden 
Schicht. 

10 

f 

Figur 9: Halbleiterchip nach Figur 8 nach Aufbringen einer 
Metallisierung . 

Figur 10: Halbleiterchip nach dem Spritzpragen einer elasti - 
15 * schen, flexiblen Erhebung. 

Figur 11: Halbleiterchip nach Figur 10 nach Aufbringen einer 
halbelastischen, isolierenden Schicht. 

20 Figur 12 : Halbleiterchip nach Figur 11 nach - Aufbringen einer 
Metallisierung. 

In den Figuren 1 bis 5 wird beispielhaft die Herstellung ei- 
nes elektronischen Bauelementes erlautert, das eine erfin- 

25 dungsgemafie flexible Erhebung aufweist. Wie Figur 1 zeigt, 

wird dabei zunachst auf einen Halbleiterchip 6, der in Figur 
1 ausschnitthaft dargestellt ist, eine isolierende Schicht 7 
aufgebracht, die eine erste Oberflache 2 des Halbleiterchips 
.6 zumindest teilweise bedeckt. Das Aufbringen und Strukturie- 

30 ren dieser isolierenden Schicht 7 kann dabei durch ubliche 

Verfahren erfolgen, idealerweise wird jedoch ein Druckverfah- 
ren verwendet, das einfach und kostengiinstig durchfuhrbar 
ist. 



35 



Wie Figur 2 zeigt, wird anschlieBend eine flexible Erhebung 3 
auf den Halbleiterchip 6 im Bereich seiner ersten Oberflache 
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2 auf gebracht, wobei die flexible Erhebung 3 auf oder neben 
der isolierehden Schicht angeordnet sein kann. 

Es kann nun eine Aufrauhung der Oberflache der flexiblen Er- 
~~ 5 hebung 3 und der isolierenden Schicht 7 mit Hilf e eines La- 

sers in denjenigen Bereichen erfolgen, in denen in einem spa- 
teren Schritt Leitungspf ade 8 und Leiterzuge 4 gebildet wer- 
den sollen. Dies ist durch die senkrechten Pfeile in Figur 2 
angedeutet. Die rauhe Oberflache sorgt dabei insbesondere fur 
10 eine bessere Haftung des leitenden Materials der Leitungspf a- 
de 8 und Leiterzuge 4 auf den jeweiligen Oberflachen. 

Anschliefiend wird eine Metallisierung auf die Oberflache der 
flexiblen Erhebung 3 sowie auf die Oberflache der isolieren- 

15 den Schicht 7 auf gebracht. Diese Metallisierung kann bei- 
spielsweise, wie Figuren 3 und 4 zeigen, in zwei Schritten 
erfolgen, wobei zunachst eine erste Grundmetallisierung 4a, 
8a erzeugt wird oder eine Abscheidung von Keimen 4a, 8a auf 
der Oberflache erfolgt, welche jeweils zur Bildung von Lei- 

2 0 terzligen auf der isolierenden Schicht und einem Leitungspf ad 
auf der flexiblen Erhebung dienen. Die Keime konnen aus jedem 
geeigneten Material wie beispielsweise Palladium bestehen. 
AnschlieBend erfolgt eine endgultige Metallisierung 4b, 8b 
zur endgiiltigen Herstellung der Leiterzuge und Leitungrspf ade • 

25 Diese Metallisierung bildet bereits auf der flexiblen Erhe- 
bung einen elektrischen Kontakt 1, uber den die Kontakt ierung 
des elektronischen Bauelementes erfolgen kann. Wie Figur 5 
zeigt, kann jedoch als Alternative vorgesehen werden, daft zu- 
satzlich eine Lotkugel 5 auf der flexiblen Erhebung 3 ange- 

30 bracht wird, die dann den elektrischen Kontakt 1 bildet. 

Figur 6 zeigt schematisch einen Gesamtquerschnitt des elek- 
tronischen Bauelements, wobei in diesem Fall die flexiblen 
Erhebungen 3 am Rand des elektronischen Bauelementes darge- 
35 stellt sind und die Leiterzuge 4 zu den entsprechenden An-. 

schlussen einer nicht dargestell ten elektronischen. Schaltung 
im Halbleiterchip 6 fiihren. Die Erhebungen 3 konnen jedoch 
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auch in geeigneter Weise uber die gesamte erste Oberflache 2 
verteilt angeordnet werden. 

In Figur 7 ist eine Alternative zu den Leitungspf aden der Fi- 

5 guren 3 und 4 darqestellt , wobei hier ein Leitung s pfad 9 

durch die flexible Erhebung 3 hindurchfuhrt. Eine solche An- 
ordnung kann beispielsweise dadurch hergestellt werden, dafl 
zunachst,. wie in Figur 1, eine isolierende Schicht 7 auf den 
Halbleiterchip 6 aufgebracht wird., Anschlieftend erfolgt be- 
10 reits eine Metallisierung zur Herstellung von Leiterzugen 4 
auf der isolierenden Schicht 7. Erst dann erfolgt die Auf- 
bringung der flexiblen Erhebung 3, beispielsweise durch einen 
Druckprozefl. Schliefilich erfolgt die Bildung eines Leitungs- 
pf ades 9 im.Inneren der flexiblen Erhebung 3, beispielsweise 
15 durch eine Lasers trukturierung ausgehend von der Oberflache 
der flexiblen Erhebung 3 und eine anschlieiiende Metallisie- 
rung. 

In den Figuren 8 und 9 wird nunmehr beispielhaft die Herstel- 
lung eines elektronischen Bauelementes erlautert, bei dem 
die erf indungsgemaBe flexible Erhebung mittels Spritzpragen 
hergestellt ist. 

Figur 8 zeigt einen. Halbleiterchip 6, . der ausschnitthaf t dar- 
gestellt ist. Auf diesem ist eine isolierende Schicht 7 und 
eine flexible Erhebung 3 aufgebracht. Das Spritzpragen ermog- 
licht es nunmehr vorteilhaft, dafi die flexible Schicht 7 und 
die flexible Erhebung 3 in einem einzigen Arbei tsvorgang auf- 
gebracht werden. Hierzu wird ein entsprechend ausgef ormtes 
Werkzeug bereitgestellt, in das ein Kunststoff, z.B. ein 
Thermoplast oder ein Duroplast, eingebracht wird. In dem 
Werkzeug werden die isolierende Schicht 7 und die flexible 
Erhebung 3 vorgeformt. Anschliefiend wird in einem Pragevor- 

gang das Werkzeug auf die erste Oberflache 2 des Halbleiter- 

> 

chips 6 aufgesetzt und der Kunststoff, z.B. ein halbelasti- 
sches Material (isolierende Schicht 7, flexible Erhebung 3) 
mit dem Halbleiterchip 6 verbunden. Durch das Spritzpragen 



■ 20 



30 
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ist die Prozeflfuhrung vereinfacht ausfiihrbar. Im Gegensatz zu 
einem Druckverf ahren konnen wesentlich feinere Strukturen auf 
dem Halbleiterchip aufgebracht werden. 

~ 5 Eine~aus~e-in-em-"haife 

ste.llte flexible Erhebung weist die Eigenschaf ten auf, dali 
diese nachgiebig und komprimierbar ist. Die flexible Erhebung 
wirkt somit nicht wie eine Feder. Die Elastizitat der flexi- 
blen Erhebung 3 wird ausschlieJSlich liber die geometrische 

10 Ausgestaltung der Erhebung erreicht. Im vorliegenden Beispiel 
ist die flexible Erhebung 3 im Verhaltnis zu ihrer Hohe rela- 
tiv schmal. Hierdurch kann eine Federwirkung in den Richtun- 
gen erreicht werden, die parallel zu der ersten Oberflache 
des Halbleiterchips 6 liegen. Eine Federwirkung orthogonal 

15 zur ersten Oberflache des Halbleiterchips 6 ist nicht iriog- . 
lich. 

Es ist denkbar, die gesamte erste Oberflache des Halbleiter- 
chips 6 mit deia Kunststoff, d.h. mit isolierenden Schichten 7 

20 und flexiblen Erhebungen 3 zu versehen. In einem anschlieBen- 
den Vorgang konnen die Bereiche, die. spater mit Leiterziigen 
versehen werden sollen, durch einen Laser aktiviert, d.h. 
aufgerauht werden. Anschliefiend findet eine Bekeimung dieser 
aktivierten Leiterziige statt, wodurch nur an diesen Stellen 

25 die Metallisierungen der darin auf gebrachten Leiterziige haf- 
ten bleiben. In einer Alternative ware es denkbar, die gesam- 
te isolierende Schicht 7 an alien Stellen z.B. mittels eines 
Lasers, abzutragen, wodurch die isolierende Schicht 7 nur 
noch an den Stellen auf der ersten Oberflache des Halbleiter- 

30 chips 6 aufgebracht ist, an denen spater die Leiterziige vbr- 
gesehen sind. Die Aktivierung und Bekeimung findet auch bei 
diesem Vorgehen statt. 

Das Spritzpragen bietet den Vorteil, da£ die flexible Erhe- 
35 bung 3 und die isolierende Schicht 7 in einem Vorgang auf die 
erste Oberflache des Halbleiterchips 6 aufgebracht werden 
. konnen. Dies ist jedoch nicht zwangslauf ig notwendig. Es ist 
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ebenso denkbar, die isolierten Schichten 7 und die flexiblen 
Erhebungen 3 in zwei getrennten Pragevorgangen auf den Halb- 
leiterchip 6 auf zubringen* 

^leiches^iXt— £u-^^ 
und der isolierten Schicht 7 mittels eines Spritzgiefivorgan- 
ges. In diesem Fall wird ein vorgef ormtes Werkzeug mit Kavi- 
taten auf die erste Oberflache 2 des Halbleiterchips 6 auf ge- 
bracht, und anschlieiiend in die Kavitaten der Kunststoff ein- 
gespritzt. Auch hierbei ist es moglich, diesen Vorgang entwe- 
der in einem oder in zwei Schritten durchzufuhren. 

Die Figur 9 zeigt den erf indungsgemafien Halbleiterchip nach 
deiu Aufbringen der Metallisierung 8. Wie bereits weiter oben 
beschrieben, findet die Metallisierung der Leiterzuge nur an 
den Stellen statt, an denen der Kunststoff aktiviert und be- 
keimt wurde . Im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel ist die Me- 
tallisierung 8 im Querschnitt auf der gesamten Oberflache der 
flexiblen Erhebung 3 aufgebracht. Dieses Vorgehen ist insbe- 
sondere dann vorteilhaft, wennvor dera Herstellen einer Lot- 
verbindung zwischen dem Halbleiterchip und einer Leiterplatte 
ein Test des Halbleiterchips durchgefuhrt werden soli. 

In diesem Fall kann eine temporare elektrische Verbindung 
zwischen dem elektrischen Kontakt 1 und einer mit Ausnehmun- 
gen versehenen Umveirdrahtungsebene dem elektrischen Kontakt 1 
und einer mit Ausnehmungen versehenen Umverdrahtungsebene der 
Leiterplatte hergestellt werden, wobei die elektrische Ver- 
bindung zwischen dem elektrischen Kontakt 1 und der Ausneh- 
mung tiber die seitlichen Leiterzuge der flexiblen Erhebung 3 
hergestellt wird. Die elektrischen Kontakte 1 werden deshalb 
in die, Ausnehmungen der Umverdrahtungsebene eingebracht. An- 
schliefiend werden der Halbleiterchip und die Leiterplatte mit 
der Umverdrahtungsebene parallel zu der ersten Oberflache 2 
des Halbleiterchips 6 verschoben, wodurch die Federwirkung 
der flexiblen Erhebungen 3 ausgenutzt wird, urn einen Kontakt 
zwischen jedero einzelnen elektrischen Kontakt 1 und der seit- 
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lich mit Leitern versehenen Ausnehmung der Umverdrahtungsebe- 
ne herzustellen. 

Nach einem ausreichenden Testen konnen entweder defekte Halb- 
5 leTterchlps enlTfernt weraen oder ar>er eine teste ITotvertoiri^ 
dung zwischen den Halbleiterchips und der Leiterplatte herge- 
stellt werden. 

In den Figuren 10 bis 12 wird nachfolgend beispielhaft die 
10 Herstellung eines elektrischen Bauelementes erlautert, bei 
dem die flexible Erhebung 3 aus einem elastischen und einem 
halbelastischen Element besteht. Das Aufbringen der elasti- 
schen Erhebung 3 kann dabei entweder in einem Spritzprage- 
oder in einem Spritzgieiiverf ahren erfolgen. 

15 

In einem ersten Ver f ahrensschritt wird die flexible Erhebung 
3 aus einem elastischen Material, z.B. Silicon oder Polyuret- 
han, auf die erste Oberflache 2 des Halbleiterchips 6 aufge- 
bracht. Die Material- eigenschaf ten elastischer Kunststoffe 

20 sind in der Regel derart beschaffen, dafi sie nicht metalli- 
sierbar sind. Aus diesem Grund ist es erf orderlich/ daii auf 
das elastische Element eine isolierende und halbelastische 
Schicht 7 aufgebracht wird. Die isolierende, halbelastische 
Schicht 7 wird dabei sowohl auf Teilen der ersten Oberflache 

25 des Halbleiterchips 6 als auch auf der Oberflache der flexi- 
blen Erhebung 3 aufgebracht. Wie aus der Figur 11 ersichtlich 
ist, ist jedoch eine Seitenflache der flexiblen Erhebung 3 
von der isolierenden, halbelastischen Schicht 7 ausgespart. 
Dieses Vorgehen ist vorteilhaft, urn die Federwirkung des ela- 

30 stischen Elementes 3 der flexiblen Erhebung 3 zu unterstut- 
zen. Wiirde auch diese Seitenflache mit der isolierenden 
Schicht 7 bedeckt werden, so konnte unter ungtinstigen Umstan- 
den evtl. die Schicht 7 reifien. 

35 Die Materialeigenschaf ten der isolierenden, halbelastischen 
Schicht 7 sind nunmehr derart beschaffen, daJi diese iiber ei- 
nen Laser aktivierbar und bekeimbar ist. Somit kann anschlie- 
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Bend eine Metallisierung auf diejenigen Bereiche der isolie- 
renden und elastischen Schicht 7 aufgebracht werden, die vor- 
her aktiviert wurden. Die Metallisierung der Lei terbahnztige 
wird vorzugsweise stromlos, d.h. auf chemische Weise, vorge- 
5 nommen. 

Dadurch, daJ3 fur die flexible . Erhebung 3 ein elastisches Ele- 
ment eingesetzt wird, sind keine besonderen Anf orderungen an 
die geometrische Ausgestaltung der flexiblen Erhebung 3 ge- 

10 stellt. Urn das Aufbringen der isolierenden und elastischen 

Schicht 7, 11 sowie der. Leiterzuge zu erleichtern, ist es je- 
doch vorteilhaft, die Seitenf lachen der flexiblen Erhebung 
nicht rechtwinklig zu der ersten Oberflache des Halbleiter- 
chips 6 verlaufen zu lassen. Eine Ausgestaltung des Halblei- 

15 terbauelements nach der eben beschriebenen Vorgehensweise er- 
fordert einen zweiteiligen Prage- bzw. SpritzguiiprozeB . 

Die Metallisierungen 8 der flexiblen Erhebungen in den Figu- 
ren 9 und 12 bilden bereits einen elektrischen Kontakt 1, 
20 Uber den die Kontaktierung des elektronischen Bauelementes 
erfolgen kann. Es kann jedoch zusatzlich eine Lotkugel auf 
der flexiblen Erhebung angebracht werden, die dann den elek- 
trischen Kontakt 1 bildet. Dies ist in den Figuren nicht dar- 
gestellt. 

25 

Das erfindungsgemaJie Verfahren zur Herstellung eines Halblei- 
terbauelementes mit flexiblen Kontaktierungen umfaBt somit im 
wesentlichen drei auf einanderf olgende EinzelprozeBschritte . 
In einem ersten Schritt wird auf eine erste Oberflache eines 

30 Halbleiterchips ein Kunststoff, insbesondere ein Polymer auf- 
gebracht, wobei dieser bereits strukturiert sein kann. An- 
schlieflend werden in dem Kunststoff enthaltene (Schwer- 
metall-) Keime, z.B. durch die Verwendung von UV-Licht, die 
Verwendung geeigne.ter chemischer Substanzen oder die Verwen- 

35 dung von a-priori-kernaktiviertem Material aktiviert. In ei- 
nem dritten Schritt kann dann eine chemische, d.h. stromlose 
Metallisierung der Leiterzlige vorgenommen werden. Beim Auf- 
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bringen des Kunststoffes auf den Halbleiterchip weist dieser 
bereits vorteilhaf terweise die flexiblen Erhebungen auf, die 
die spateren elektrischen Kontakte des Halbleiterbauelementes 
bilden. 
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. Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauelement mit einer elektronischen Schal- 
tung sowie elektrischen Kontakten (1) zumindest auf einer 

5 ersten Oberflache (2) des elektronischen Baue lements zur 

Kontaktierung der elektronischen Schaltung, 
wobei 

auf der ersten Oberflache (2) zumindest eine flexible Erhe- 
bung (3) aus einem isolierenden Material angeordnet ist und 
10 zumindest ein elektrischer Kontakt (1) auf der zumindest ei- 
nen flexiblen Erhebung (3) angeordnet ist und 
ein Leitungspfad (8) auf der Oberflache der flexiblen Erhe- 
bung (3) zwischen dem zumindest einen elektrischen Kontakt 
(1) und der elektronischen Schaltung angeordnet ist. 

15 , 

2. Elektronisches Bauelement mit einer elektronischen Schal- 
tung sowie elektrischen Kontakten (1) zumindest auf einer 
ersten Oberflache (2) des elektronischen Bauelements zur 
Kontaktierung der elektronischen Schaltung, 

2 0 wobei 

auf der ersten Oberflache (2) zumindest eine flexible Erhe- 
bung (3) aus einem isolierenden Material angeordnet ist und 
zumindest ein elektrischer Kontakt (1) auf der zumindest ei- 
nen flexiblen Erhebung (3) angeordnet ist und 
25 , ein Leitungspfad (9) im Inneren der flexiblen Erhebung (3) 

zwischen dem zumindest einen elektrischen Kontakt (1) und der 
elektronischen Schaltung angeordnet ist. 

3. Elektronisches Bauelement nach einem. der Anspruche 1 bis 
30 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl eine isolierende Schicht (7, 11) zumindest teilweise die- 
erste Oberflache (2) bedeckt und an die flexible Erhebung (3) 
angrenzt und 

35 Leiterziige (4) auf der isolierenden Schicht angeordnet sind, 
die eine leitende Verbindung .zwischen der flexiblen Erhebung 
(3) und der elektronischen Schaltung bilden. 
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4 . Elektronisches Baueleitient nach Anspruch 3 / 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die isolierende Schicht (7,11) zumindest teilweise die 
~~ 5 flexible E"rhebung {3)~~loeciec Jc t . ~ : ; 

5. Elektronisches Baueleitient nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die isolierende Schicht (7,11) elastisch ist. 

10 

6. Elektronisches Bauelement nach- einem der Anspruche 1 bis 
5, 

dad u r c h g e k e n n z e i c h n e t, 
daft das elektronische Bauelement ein Halbleiterbauelement 
15 ist. 

7. Elektronisches Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 

• 6 ' - :: • 

dadurch ge k e nnzeichnet, 
20 daJi das elektronische Bauelement ein Polymerbauelement ist. 

8. Elektronisches Bauelement nach einem der Ansprtiche 1 bis 
7, 

dadurch gekennzeichnet, 
25 daft der elektrische Kontakt (1) durch eine leitende Schicht, 
einen leitenden Stift oder eine leitende Kugel (5) gebildet 
wird. 

9. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements 
30 nach einem der Anspruche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Aufbringung der flexiblen Erhebung (3) durch einen 
Druckprozeft erfolgt. 

35 10. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauele- 
. merits nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dafi die Aufbringung der flexiblen Erhebung (3) durch Sprit z- 
giessen oder Spritzpragen erfolgt. 

11. Verfahren riach Anspruch 10, 

dadurch geke nnzeichnet, 

dafl die flexible Erhebung (3) aus Thermo- oder Duroplast be- 
steht . 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, 

dafl nach dem Aufbringen der flexiblen Erhebung (3) eine Auf- 
rauhung der Oberflache der Erhebung (3) zumindest im Bereich 
der spateren Leitungspf ade (8) erfolgt, insbesondere mit Hil- 
fe eines Lasers. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, 

d a d u r. c h g e k e n n z e i c h n e t, 

dafl nach der Aufrauhung der Oberflache der flexiblen Erhebung 
(3)und vor dem Aufbringen eines leitenden Materials zurBil- 
dung von Leitungspf aden (8) auf der Oberflache der Erhebung 
(3) eine Abscheidung von Keimen auf der Oberflache der Erhe- 
bung (3) erfolgt. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Keime aus Palladium bestehen. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali die Bildiing der Leitungspf ade (8) auf der Oberflache der' 
Erhebung (3) durch die Abscheidung eines leitenden Materials 
auf der' aufgerauhten Oberflache erfolgt. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Aufbringung der isolierenden Schicht (7) durch einen 
Druckprozefi erfolgt. 
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17. Verfahren nach einera der Anspriiche 9 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Aufbringung der isolierenden Schicht (7,11) durch 
Spritzgiessen oder Spritzpragen erfolgt. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 16, 
dadurchgekennze i chne.t, 

dafi auch eine Aufrauhung der Oberflache der isolierenden 
Schicht (7, 11) zumindest im Bereich von zu bildenden Leiter- 
zugen (4) erfolgt, insbesondere mit Hilfe eines Lasers. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJi nach der Aufrauhung der Oberflache der isolierenden 
Schicht (7,11) und vor dem Aufbringen eines leitenden Materi- 
als zur Bildung von Leitungspf aden (8) auf der Oberflache der 
isolierenden Schicht (7,11) eine Abscheidung von Keinien auf 
der Oberflache der isolierenden Schicht (7,11) erfolgt. 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Keime aus Palladium bestehen. 
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